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窒化ガリウム（GaN）系半導体を用いた LEDなどの発光デバイスは，照明分野などへの応用が進め
られている．すでに信号機や LED看板，携帯電話のバックライトなどに幅広く使用されており，近年
では蛍光灯の代わりとなる LED照明の開発が盛んに行われている．しかしながら，LEDを照明として
利用するためにはいくつか問題がある．その中の一つが LED素子の発熱による劣化や故障の問題であ
り，半導体中における電子・正孔対の非発光再結合がその原因としてあげられる．電子・正孔対が非発光
再結合過程をたどることにより注入エネルギーが熱として放出される．その熱により素子の劣化を早め
てしまうばかりでなく，発光再結合過程をたどる電子・正孔対の割合が低下することで注入エネルギー
を光へ変換する割合（発光効率）の低下をまねく．LEDの発熱の問題を解決し更なる発光効率の向上を
図るためには，GaNの非発光再結合過程を解明することが重要である．非発光再結合過程を評価するこ
とのできる光学的測定方法として，光熱分光法がある．我々は，その一種である光熱拡散分光（PTD：
Photothermal Divergence）法による実験および評価を行っている．この方法は，試料にポンプ光（励起
光）を照射して電子・正孔対を発生させ，それらの非発光再結合時の発熱により試料表面に発生する熱
膨張をプローブ光（参照光）にて観測し評価するものである．光熱信号を観測することで，試料の熱物
性および構造的特性を評価することができる．我々は，励起光にパルス光源を用いた時間分解 PTD法
により，GaN薄膜を試料として非発光再結合過程における熱の発生と熱拡散過程，熱膨張の緩和過程の
観測を行っている．この結果より，応力などの構造的特性や熱拡散などの熱物性を評価することができ
る．また励起光の波長を変化させ，PTD信号における励起波長依存性の観測も行っている．
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注：塚本史郎氏講演 (別紙)と同時間帯・同会場です。
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